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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа 38 с., 20 рис., 3 табл., 16 источников. 
УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ, ФЛУКТАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЕ 
ТУННЕЛИРОВАНИЕ, ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ТЕМПЕ-
РАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ. 
Объект исследования – тонкие слои функционализированных и нефункцио-
нализированных углеродных нанотрубок. 
Предмет исследования – электропроводность и механизмы транспорта заряда 
в тонких слоях углеродных нанотрубок. 
Цель работы – исследовать электрические свойства тонких слоев функциона-
лизированных и нефункционализированных углеродных нанотрубок и уста-
новить механизмы транспорта заряда. 
Метод исследования – измерение вольт-амперных характеристик и темпера-
турных зависимостей сопротивления, компьютерная аппроксимация экспе-
риментальных результатов. 
Исследованы электрические свойства тонких слоев функционализированных 
и нефункционализированных углеродных нанотрубок. Установлено, что ос-
новным механизмом транспорта заряда в тонких слоях нефункционализиро-
ванных углеродных нанотрубок во всем диапазоне температур (2–300 К) яв-
ляется флуктуационно-индуцированное туннелирование носителей заряда. В 
слоях функционализированных углеродных нанотрубок в диапазоне темпе-
ратур 160–210 К обнаружен переход от полупроводникового типа зависимо-
сти сопротивления от температуры к металлическому, характеризующемуся 
положительным температурным коэффициентом сопротивления (dR/dT>0). 
Установлено, что в области низких температур в слоях функционализиро-
ванных углеродных нанотрубок превалирующим является механизм флук-
туационно-индуцированного туннелирования носителей заряда. 
РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца 38 с., 20 мал., 3 табл., 16 крынiц.  
ВУГЛЯРОДНЫЯ НАНАТРУБКI, ФЛУКТУАЦЫЙНА - IНДУКТАВАНАЕ 
ТУНЭЛЯВАННЕ, ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА, 
ТЭМПЕРАТУРНАЯ ЗАЛЕЖНАСЦЬ СУПРАЦIЎЛЕННЯ. 
Аб'ект даследавання – тонкiя слаi функцыяналiзаваных i 
нефункцыяналiзаваных вугляродных нанатрубак. 
Прадмет даследавання – электраправоднасць i механiзмы транспарту зараду 
ў тонкiх слаях вугляродных нанатрубак. 
Мэта працы – даследаваць электрычныя ўласцiвасцi тонкiх слаёў 
функцыяналiзаваных i нефункцыяналiзаваных вугляродных нанатрубак i 
вызначыць механiзмы транспарту зараду. 
Метады даследавання – вымярэнне вольт - амперных характарыстык i 
тэмпературных залежнасцей супрацiўлення, камп'ютарная апраксiмацыя 
эксперыментальных вынiкаў. 
Даследаваны электрычныя ўласцiвасцi тонкiх слаёў функцыяналiзаваных i 
нефункцыяналiзаваных вугляродных нанатрубак. Устаноўлена, што 
асноўным механiзмам транспарту зараду ў тонкiх слаях 
нефункцыяналiзаваных вугляродных нанатрубак ва ўсiм дыяпазоне 
тэмператур (2–300 К) з'яўляецца флуктуацыйна - iндуктаванае тунэляванне 
носьбiтаў зараду. У слаях функцыяналiзаваных вугляродных нанатрубак у 
дыяпазоне тэмператур 160–210 К знойдзены пераход ад паўправаднiковага 
тыпу залежнасцi супрацiўлення ад тэмпературы да металiчнага, якi 
характарызуецца станоўчым тэмпературным каэфiцыентам супрацiўлення 
(dR/dT > 0). Устаноўлена, што ў вобласцi нiзкiх тэмператур у слаях 
функцыяналiзаваных вугляродных нанатрубак дамiнуючым з'яўляецца 
механiзм флуктуацыйна-iндуктаванага тунэлявання носьбiтаў зараду. 
ABSTRACT 
Thesis 38 p., 20 Fig., 3 Tables, 16 Ref. 
CARBON NANOTRUBES, FLUCTUATION-INDUCED TUNNELING, CUR-
RENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS, TEMPERATURE DEPENDENCES 
OF RESISTANCE. 
Object of investigation - thin layers of functionalized and non- functionalized car-
bon nanotubes. 
Subject of investigation - electrical conductivity and mechanisms of charge trans-
port in thin layers of carbon nanotubes. 
Aim of work - to investigate the electrical properties of thin layers of functional-
ized and non-functionalized carbon nanotubes and to determine the mechanisms of 
charge transport in them. 
Methods of investigation - measurements of the current-voltage characteristics and 
temperature dependences of the resistance, computer approximation of the experi-
mental results. 
The electrical properties of thin layers of functionalized and non- functionalized 
carbon nanotubes were investigated. It was found that the main mechanism of 
charge transport in thin layers of the non-functionalized carbon nanotubes in whole 
temperature range (2-300 K) is the fluctuation - induced tunneling of charge carri-
ers. A crossover from the semiconductor-type behavior of the temperature depend-
ence of the resistance to the metallic one with the positive temperature coefficient 
of the resistance (dR/dT> 0) within temperature range 160-210 К in the layers of 
the functionalized of carbon nanotubes was observed. It was found that fluctuation 
induced tunneling of charge carriers is a prevailing charge transport mechanism in 
the layers of the functionalized carbon nanotubes in the low temperature range. 
 
